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１．概要（Summary） 
熱電発電デバイスの性能を上げる為には、熱伝導率の高 
い熱伝導層を作る必要がある。現在、我々は、金属層/接
着層/絶縁層という構造の熱伝導層を作製し、その熱抵抗

を測定する研究を行っている。[1]。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
全自動スパッタ装置 
【実験方法】 
材料や堆積プロセスが異なる多層構造の熱伝導層サン

プルを作製し、その熱抵抗を測る。これらのパフォーマン

スを比べる。Cu、Ru は金属層、TiN、TaNは接着層(Cu
サンプルに対しては、もう一つ Ta 接着層を用意した。

[2]。)、SiO2 は絶縁層という構造である。 
厚さ: (1.~8.) 100 nm/10 nm/2 nm、(9.~12.) 100 nm/10 
nm/10 nm/2 nm    Total gas flux: 20 sccm    
作製した熱電発電デバイスのサンプルは以下の通り。 
1.Ru/TaN/SiO2 Ar:N2=19:1(sccm) 
2.Ru/TaN/SiO2 Ar:N2=17:3(sccm) 
3.Ru/TaN/SiO2 Ar:N2=16:4(sccm) 
4.Ru/TaN/SiO2 Ar:N2=15:5(sccm) 
5.Ru/TiN/SiO2 Ar:N2=19:1(sccm)  
6.Ru/TiN/SiO2 Ar:N2=17:3(sccm)  
7.Ru/TiN/SiO2 Ar:N2=16:4(sccm) 
8.Ru/TiN/SiO2 Ar:N2=15:5(sccm) 
9.Cu/Ta/TaN/SiO2 Ar:N2=17:3(sccm)  
10.Cu/Ta/TaN/SiO2 Ar:N2=16:4(sccm) 
11.Cu/Ta/TaN/SiO2 Ar:N2=15:5(sccm) 
12.Cu/Ta/TaN/SiO2 Ar:N2=19:1(sccm)  
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は熱伝導層をスパッタしたサンプルである。 

Fig. 2 に、熱抵抗の測定結果を示す。 
この熱電発電デバイスは、両端の温度差によって電流

が生じだす、Cu/Ta/TaN/SiO2 Ar:N2=15:5(sccm)のサ

ンプルが一番低い熱抵抗値を得られることがわかる。 

 
Fig. 1 Optical image of the experimentally obtained samples 

 
Fig. 2 Measured thermal resistance of different samples in various 

gas flux ratio 
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